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Este invento se refiere a. materiales fotoconductores 
y, más específicamente, a placas fotoconductoras para uso en 
eleotrofotografia.

Sabido es que pueden formarse y revelarse imágenes 
sobre la superficie de oiertos materiales fotoconductores por 
medios electrostáticos. El procedimiento eleotrofotográfico 
básico, según indica Carlson en la patente U.S.A. 2,297*691, lle­
va implícito cargar de manera uniforme una capa aislante fotocon- 
ductora y exponerla después a una imagen de luz y  sombra que dis¿ 
pa la carga sobre las zonas de la capa que se hallan expuestas a 
la luz. La imagen latente electrostática formada sobre la capa 
corresponde a la configuración de la imagen de luz y sombra. Por 
el contrario, puede formarse una imagen latente electrostática 
sobre la placa oargando ésta en configuración de imagen. Esta 
imagen se hace visible depositando sobre la capa impresionada un 
material revelador finamente dividido que comprende un colorante 
denominado polvo impresor y un vehiculador de dicho polvo impre­
sor. El material revelador en polvo será atraído a aquellas zonas 
de la capa que retienen una carga, formando con ello una imagen 
constituida por polvo que corresponderá a la imagen latente elec­
trostática. Esta imagen perfilada en polvo puede transferirse 
después a papel u otras superficies receptoras. El papel ostenta­
rá entonces la imagen perfilada en polvo que puede hacerse luego 
permanente mediante caldeo u ¿tros medios de fijación apropiados. 
El procedimiento general citado se describe también en lsspaten- 
tasU.S.A. 2,357*809; 2,891.011 y 3,079.342.

Los diversos materiales aislantes fotooonductores 
pueden usarse en la fabricación de placas eleotrofotográficas; 
este es un extremo ya conocido. Los materiales aislantes fotocon­
ductores idóneos, tales como antraceno, azufre, selenio o mezclas



respectivas, han sido descritos por Carlson en la patente U.S.A. 
2,297*691. Estos materiales poseen por lo general sensibilidad 
en la gama de azul o casi ultra-violeta, y todos , excepto el 
solenio, poseen además la limitación de ser solo ligeramente 
sensibles a la luz. A  causa de su mayor sensibilidad, el sola­
ndo ha sido el material más aceptado desde un punto de vista 
comercial para ser utilizado en placas electrofotográficas. El 
selonio vitreo, no obstante, aunque deseable en muchos aspectos, 
adolece de serias limitaciones en el sentido de que su respues­
ta espectral se halla en gran parte limitada a las zonas ultra­
violeta, azul y verde del espectro. Asimismo, la suporficie del 
selenio está sujeta a degradación por el calor y/o ciertos disol 
ventos orgánicos. La superficie del selenio vitreo puede desvi­
trificarse produciendo la inconveniente forma cristalina. Si bien 
la superficie del selenio vitreo es bastante resistente a la abra 
sión, después de un uso prolongado, se produce la degradación do 
imagen debido al desgaste y raspado de la superficie. Si bien se 
han efectuado tentativas para proteger la superficie de la placa 
de selenio revistiéndola con una delgada capa de una resina orgá­
nica, los resultados no han sido enteramente favorables dado quo 
estos revestimientos tienden a retener una carga residual; esto 
es, una placa revestida no se descarga por entero cuando es inci­
dida por la luz, dejando por tanto una carga en las zonas de fon­
do que pueden atraer algunas partículas de polvo impresor y pro­
ducir una imagen con mucho fondo. Para evitar una carga residual 
excesiva, estos revestimientos deben ser de un espesor muy redu- 
oido, del orden de 0,1 miera, y de resistencia media que permita 
alguna disipación de la carga mediante exposición. Estos materia­
les adolecen de una excesiva conductividad lateral y consiguiente 
pérdida de resoluoión en grandes humedades. También a menudo son
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demasiado finos y blandos como para soportar ciclos prolongados.
A tenor de estas consideraciones económicas.y comerciales, se 
han efectuado recientemente muchos esfuerzos para aportar otros 
materiales aislantes fotoconductores gue el selenio y  para per­
feccionar las placas de selenio susceptibles de ser usadas en 
eleotrofotografla.

Se han propuesto diversos materiales de dos compo­
nentes para ser utilizados en las oapas aislantes fotoconducto- 
ras usadas en relación con placas electrofotográficas. Por ejem­
plo, es conocido el uso de pigmentos inorgánicos fotoconductores 
dispersos en materiales aglutinantes apropiados para formar capas 
aislantes fotoconductoras. Se ha demostrado además que los colo­
rantes aislantes fotoconductores orgánicos y una amplia variedad 
de oompuestos policiclicos pueden usarse junto con materiales re­
sinosos adeouados para formar oapas aislantes fotoconductoras de 
utilidad en las placas de tipo aglutinante. Asimismo, se usan po­
límeros inherentemente fotoconductores en las placas electrofoto­
gráficas; frecuentemente en combinación con colorantes sensibili­
zantes o ácidos Lewis para formar capas aislantes fotoconductoras. 
Las placas fotoconductoras orgánicas de tipo polimèrico y  agluti­
nante de la industria actual con frecuencia poseen los inconve­
nientes inherentes del elevado costo do fabricación, fragilidad y 
pobre adhesión para sustentar los sustratos. Varias de estas capas 
aislantes fotoconductoras poseen bajas propiedades de distorsión 
a la temperatura que las hacen indeseables en aparatos olectrofo- 
tográficos automáticos que a menudo incluyen potentes lámparas y 
dispositivos térmicos que tienden a caldear la placa electrofoto- 
gráfica. Por lo general, estos materiales poseen una limitada res­
puesta espeotral; respondiendo solamente a la radiaoión de una es­
trecha banda de longitudes de onda.



Por tanto, existo una necesidad continuada de mate­
riales fotoconductoros perfeccionados que posean una amplia sen­
sibilidad espectral y una olevada resistencia al desgaste.

Es por consiguiente un objeto de este invento pro- 
5 porcionar un material aislante fotoconductor Idóneo para ser

utilizado en relación con una placa oloctrofotográfica que supe­
ra los inconvenientes mencionados.

Otro objeto de este invento es proporcionar una pla­
ca electrofotográfica que posee sensibilidad a todo el espectro 

10 visible.
Otro objeto de este invento es proporcionar una pla­

ca electrofotográfica de elevada resistencia a la abrasión y al 
raspado.

Otro objeto de esto invento es proporcionar una pla- 
15 ca electrofotográfica que posee una amplia gama de propiedades

físicas útiles.
Otro objeto más de esto invento es proporcionar una 

oapa aislante fotoconductora para una placa electrofotográfica 
que es sensiblemente resistente a la abrasión y posee una tempe- 

20 ratura de distorsión relativamente elevada.
Los objetos anteriores y otros se consiguen de acuer­

do con este invento, hablando en términos generales, mediante la 
aportación de una placa electrofotográfica que comprende una ca­
pa contentiva de selonio vitreo, revestida con otra capa compues- 

25 ta por un fotoconductor u otro material impartidor de fotoconduc-
tividad en un aglutinante de resina orgánica. Esta placa poseo 
generalmente una respuesta espectral sensiblemente panoromática 
dado que la capa contentiva de selenio es ante todo sensible a la 
luz en las zonas azul, verde y ultra-violeta en tanto que el fo- 

30 toconduotor de revestimiento puede seleccionarse para que sea
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principalmente sensible en la zona roja del espectro. La resina 
aglutinante para el revestimiento puedo seleccionarse de manera 
que proporcione una óptima resistencia a la abrasión, humedad o 
disolventes que pudiera degradar el selenio. Asimismo, y dado 
que la capa de revestimiento es fotosensible y fotoinyectora, el 
problema de la carga residual que permanece sobre la placa en 
zonas expuestas que se produce con revestimientos a base do re­
sina aislante queda prácticamente eliminado.

El sustrato conductor puede comprender oualquier ma­
terial apropiado que posea la capacidad de actuar como plano fun­
damental para la placa eloctrofotográfioa. Entre los materiales 
típicos conductores figuran metales como aluminio, latón, acero 
inoxidable, cobre, níquel, y cinc; -vidrio con revestimiento con­
ductor como óxido do-estaño, óxido de indio, o vidrio revestido 
de aluminio; revestimientos similares sobre sustratos plásticos; 
o papel hecho conductor mediante la inclusión de"un producto quí­
mico apropiado o acondicionamiento en una atmósfera húmeda para 
asegurar la presencia en la misma de un suficiente contenido de 
agua para hacer el material conduotor.

Cuando se desee, puede fo uñarse la capa aislante foto 
conductora citada como una hoja autosustentada con una capa con­
tentiva de selenio relativamente gruesa. Tal placa olootrofoto- 
gráfica autosustentada puede cargarse luego mediante un disposi­
tivo en corona sobro cada lado de la placa, como en el procedi­
miento desorito por Gundlach en la patento U.S.A. 2,885.556. A 
continuación puode exponerse y revelarse la placa autosustentada 
sobre el lado revestido de cualquier manera convencional.

La oapa contentiva de selenio puede oomprender sele­
nio amorfo o cualquier aleación o mezcla do selenio apropiada de 
otros materiales con selenio. Las típicas aleaciones de selenio



o mezclas contentivas de selenio incluyen solenuro cádmico, 
sulfoselonuro cádmico, mezclas do azufre y selenio tales como 
las descritas por Carlson en la patento U.S.A. 2,297.691? .mez­
clas de arsénico y selenio tales como las descritas por Mayor 
y otros en la patento U.S.A. 2,822.300 y por Ullrich en la 
patento U.S.A. 2,803.222? mezclas de selenio y telurio como 
las descritas por París en patente U.S.A. 2,803.341? selenuro 
arsénico? selenuro telúrico? y mezclas respectivas. La capa 
contentiva de selenio puede tener cualquier grueso apropiado.
En los casos en que la capa fotoconductora haya de ser autosus- 
tentada, la capa de selenio será relativamente gruesa para re­
sistencia mecánica. En los casos en que la capa contentiva de
selenio BO revista sobre un sustrato conductor, so prefiere que---
la oapa posea un espesor aproximado de 5 a. 100 mieras para ópti­
ma sensibilidad y adhesión térmica y mecánica. Cuando se desea 
efectuar el ourado do la resina de revestimiento a una tempera­
tura que cristalizarla el selenio vitreo, se prefiere que la ca­
pa fotoconductora esté constituida por una mezcla de arsénico y 
selenio, por ejemplo una mezcla de aproximadamente 17 por ciento 
en peso de arsénico y aproximadamente 83 por ciento de selenio. 
Estas oapas de arsénico-selenio son en extremo resistentes a la 
cristalización y permiton ofoctuar el curado de la capa de resi­
na a temperaturas relativamente elevadas, típicamente de 1 0 0 - 2 0 0  ̂

La capa de revestimiento puede comprender cualquier material fo­
tosensible apropiado disperso en un aglutinante aislante. Bor lo 
común, este puede ser un fotoconductor particulado disperso por 
todo el aglutinante aislante o un agente sensibilizante complejo 
de transferencia de carga que produce una capa fotoconductora en 
combinación oon la resina aglutinante no fotoconductora. Las par­
tículas fotosensibles oomprenden materiales orgánicos tales como
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8,13-dioxodinafto-(l,2,2* 3')-furan-6-carbox-p-metoxianilida;

1- (4'-metil-5?-cloroazobenceno-2'-ácldo sulfónico)-2-hidroxi- 

3 áoido naftcico; quinacridona y quinacridonas sustituidas ta­

les oomo 2,$-dimetil quinacridona; pirantronas; l-ciano-2,3-fta- 

loil-7-8-benzopirrocolina, trifenilamina;-2,4-bis-(4*-dietilamino 

fenil)-l,3,4-oxadiazol; trifenil-pirrol; 1,5-diciano naftaleno;

2- mercaptobeno-tiazol; 2-fenil-4-alfa-naftalideno-oxazolona; 3-ami 

nocarbazol; 4,5-difenil-amidazolona; ftalocianinas,contentivas

y exentas de metal; inorgánicos tales oomo sulfuro cádmico, sul 

foselenuro cádmico, óxido de cinc, sulfuro de ciño, óxido de 

plomo, sulfuro de plomo; y mezclas respectivas.

Los complejos de transferencia de carga caracterís­

ticos incluyen complejos hechos de resinas aromáticas tales como 

resinas fenólicas, resinas fenoxi, resinas epoxi, policarbonatos, 

poliuretanos, poliestirenos, con aceptores electrónicos tales co­

mo 2,4,7-trinitro-9-fluorenona; 2,4,5,7-tetranitro-9-fluorenona; 

ácido píorico;1,3,5-trinitrobenceno; cloranil; 2,5-dicloro-benzo- 

quinona; anhídrido maleico; haluros metálicos de los metales y me­

taloides de los grupos 1-B y 11-VIII de la tabla periódioa que 

inoluyen, por ejemplo, cloruro de aluminio, cloruro de cinc, bro­

muro de estronoio; triyoduro de arsénico; haluros de boro;acidos 

minerales) ácidos carboxilicos órganiooa tales como ácido acético 

y mezclas respectivas.

En general, se prefieren los fotoconductores orgáni­

cos y complejos de transferencia de carga a las fotoconductores 

inorgánicos por facilidad de revestimiento y suavidad de revesti­

miento y por una mayor capacidad para ser reciclados a través de 

ciclos de oarga-exposioión. De los materiales fotoconductores or­

gánicos, se prefieren las ftalooianinas por su mas elevada fóto-
30
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- 9

sensibilidad y mejor respuesta espectral. Las ftalocianinas son 
principalmente respondientes a la luz roja y, por consiguiente, 
complementan la sensibilidad al azul, verde y ultras-violeta de 
las capas contentivas de selcnio. La capa do revestimiento pue­
de comprender cualquier ftalocianina apropiada dispersa en un 
aglutinante aislante. La forma bota y "x" polimórfica de las 
ftalocianinas exentas de metal, según se ha comprobado, propor­
ciona la más alta fotosensibilidad junto con la más baja descar­
ga en la oscuridad y por lo tanto las ftalocianinas proferidas 
son las citadas para uso en la placa de este invento. La forma 
"x" polimórfica de la ftalocianina exenta de metal se describe 
en detalle en la patente francesa No. 1,508.173 (D/1170).

Puede usarse cualquier ftalocianina apropiada para 
preparar la capa de revestimiento del presente invento. La fta­
locianina usada puede tener cualquier forma de cristal adecuada. 
Puede ser sustituida o no sustituida tanto en el anillo como en 
la cadena reota. Sabido es que existen ftalocianinas en diversas 
formas cristalinas interconvertibles. Estas formas se describen 
en detalle en un libro titulado "Phthalocyanine Compounds", por* 
F.H. Hoser y A.L. Thomas, publicado por la Reinhold Publishing 
Company, edición 1%3. Cualquier ftalocianina apropiada tratada 
en esto libro puede usarse en el presente invento. Las ftalocia­
ninas enouadradas en este invento pueden describirse como compo­
siciones que poseen cuatro grupos isoindol enlazados por cuatro 
átomos de nitrógeno de tal manera que forman una cadena conjuga­
da, teniendo dichas composiciones la fórmula general (CoH.N.),R ' " ' 0 4  2 4  n
en la cual R se selecciona del grupo consistente en hidrógeno, 
deuterio, litio, sodio, potasio, cobre, plata, berilio, magnesio, 
calcio, ciño, cadmio, bario, merourio, aluminio, galio, indio, 
lantano, neodimio, samario, europio, gadolinio, disprosio, holmio,

< < t
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erbio, tulio, iterbio, lutocio, titanio, estaño, hafnio, plomo, 
torio, vanadio, antimonio, cromio, molibdeno, uranio, manganeso, 
hierro, oobalto, níquel, rodio, paladio, osmio y  platino; yn.es 
un valor superior a O e igual o menor de 2. También pueden utili­
zarse, si resultan idóneas, cualesquiera otras ftalocianinas tal­
les como las de anillo o alifáticamente sustituidas, metálicas 
y/o no metálicas. Las ftalocianinas características compronden 
aluminio ftalocianina, aluminio polidoroftalocianina, antimonio 
ftalocianina, bario ftalocianina, berilio ftalocianina, cadmio 

hexadeoaoloroftalocianina, cadmio ftalocianina, calcio ftalocia­
nina, cario ftalocianina, cromio ftalocianina, cobalto ftalocia­
nina, cobalto cloroftalocianina, cobre 4-aminoftalocianina, cobre 
bromooloroftalocianina, cobre 4-cloroftalocianina, cobre 4-nitro- 
ftalocianina, cobre ftalocianina, cobre ftalocianina sulfonato, 
cobre polidoroftalocianina, deuterio ftalocianina, disprosio 
ftalocianina, erbio ftalocianina, europio ftalocianina, gadolinio 
ftalocianina, galio ftalocianina, germanio ftalocianina, hafnio 
ftalocianina, ftalocianina halógeno sustituida, holmio ftalocia­
nina, indio ftalocianina, hierro ftalocianina, hierro polihalo- 
ftalocianina, lantano ftalocianina, plomo ftalocianina, plomo 
polidoroftalocianina, cobalto hexafenilftalocianina, cobre penta- 
fenilftalocianina, litio ftalocianina, lutecio ftalooianina, mag­
nesio ftalocianina, manganeso ftalocianina, molibdeno ftalociani­
na, naftalocianina, neodimio ftalocianina, níquel ftalocianina, 
níquel polihaloftalocianina, cadmio ftalocianina, paladio ftalo­
cianina, paladio cloroftalocianina, alcoxiftalocianina, alquil- 
aminoftalocianina, alquilmercaptoftalocianina, aralquilaminoftalo- 
oianina, ariloxiftalocianina, arilmercaptoftalocianina, cobre fta­
locianina piperidina, cicloalquilaminoftalocianina, dialquilamino 
ftalooianina, diaralquilaminoftalooianina, dioicloalquilamino-
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ftalocianina, hoxadocahidroftalocianina, imidometilfGalocianina,
1,2-nafGalocianina, 2,3-nafGalocianina, ootaazafGalocianina, 
azufro ftalooianina, tetraazafGalocianina, tetra-4-acetilamino- 
fGalocianina, GeGrar-¿^-aminobonzoilfGalocianina, tetra-4-amino- 
fGalooianina, GeGracloromeGilfGalocianina, tetradiazoftalocia- 
nina, GeGra-4,4*-dineGilooGaazafGalocianina, tetra-4,$-difcnileno- 
dióxido fGalocianina, GeGra-4,5-difenilocGaazafGalocianina, tetra- 
(6-metil-benzotiazoil) fGalocianina, GeGra-p-metilfenilaminofGa­
locianina, GeGrameGilfGalocianina, GoGra-nafGoGriazolilfGalocia- 
nina, GeGra-4-nafGilfGalocianina, tetra-4-niGrofGalocianina, Go- 
Gra-peri-nafGileno-4,5-ooGaazafGalocianina, GoGra-2,3-fenileno- 
óxido fGalocianina, GeGra-4-fenilocGaazafGalocianina, tetrafenil- 
fGalooianina, GeGrafenilfGalocianina ácido tetracarboxilico, Go- 
GrafenilfGalocianina GeGrabario carboxilato, GeGrafenilfGalocia- 
nina, GeGra-caloio carboxilaGo, GoGrapiridifGalocianina, GeGra- 
4-Grifluoro-^meGilmercapGofGalocianina, tetra-4-trifluorometil- 
fGalocianina, 4,5-GionafGeno-ooGaaza-fGalocianina, plaGino fGalo­
cianina, poGasio fGalocianina, rodio fGalocianina, samario fGalo­
cianina, plaGa fGalocianina, ailicona fGalocianina, sodio fGalo­
cianina, fGalocianina sulfonada, torio fGalocianina, Gulio fGalo­
cianina, estaño oloroftalocianina, estaño fGalocianina, titanio 
ftalooianina, uranio fGalocianina, vanadio ftalooianina, iterbio 
fGalocianina, ciño oloroftalocianina,.cinc ftalooianina. Junto 
con, o on lugar de, las fGalocianinas mencionadas, puede usarse oual 
quier n^zc3a adecuada,dimero, trímero, oligómero, polímero, copolime- 

.ro o mezclas respectivas.
La ftalooianina puede dispersarse en forma de polvo 

fino en el material aglutinante en cualquier proporción apropiada 
de fotoconductor a aglutinante. Sobro una base de peso ftalooiani­
na pigmonto-aglutinnnte seco, los limites útiles se extienden de
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aproximadamente lt4 a, aproximadamente 1 :15. Se obtienen óptimos 
resultados cuando se usan proporciones aproximadas de 1:6 a 1:12 
y, por consiguiente, son preferidos estos limites. Los pigmentos 
de ftalocianina pueden incorporarse al aglutinante disuelto o 
fundido por cualquier medio apropiado, por ejemplo mediante fuer­
te y persistente agitaoión, con proferencia con trituración si­
multánea. Estos métodos incluyen moltura por bolas, moltura por 
rodillo, moltura de arena, agitaoión ultrasónica, mezcla a gran 
velocidad y cualquier combinación deseable de estos métodos. Ade­
más de añadir el pigmento de ftalocianina al material aglutinante 
disuelto o fundido, puede también añadirse y mezclarse en una for­
ma seca o pastosa del material aglutinante en polvo, antes de ser 
caldeado o disuelto, para hacerlo en forma de película.

El revestimiento puede tener oualquier grue- —  , 
so adecuado. Se obtienen excelentes resultados con espesores.do has 
ta aproximadamente 2 mieras. Para una sensibilidad óptima de toda 
la capa aislante fotooonductora, se prefiere que el revestimiento 
posea un grueso aproximado de 0,5 a. 1 miera.

El material aglutinante del revestimiento puede compren 
der cualquier resina orgánica apropiada en forma' de película sensi­
blemente aislante. Se prefiere que el aglutinante posea buena adhe­
sión al selenio y mozolas contentivas del mismo, y una superficie 
suave, dura, lustrosa y en extremo resistente a la abrasión. Los 
aglutinantes en forma do película aislante caraoterlstioos incluyen 
poliolefinas talos como polietileno, polipropileno; polímeros de 
vinilo y vinilideno tales como cloruro de polivinilo, polivinilcar- 
bazol, poliostirono; poliamidas tales como policaprolaotamas; poli- 
ésteres tales oomo toroftalato de polietileno; polisulfonas; poli- 
oarbonatos; polímeros celulósicos talos como visoosa, acetato de 
oelulosa; resinas fenólicas tales como fenol-formaldehido; amino
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resinas tales como melamino-formaldehido; alquido-resinas; 
alquilo-resinas; furano-resinas y mezclas y copolimeros res­
pectivos.

La mezcla pigmento-aglutinante-disolvente (o fu­
sión pigmento-aglutinante) puede aplicarse a la capa conten­
tiva de selenio mediante cualquiera de los bien conocidos 
mótodos de pintura o revestimiento, incluidos pulverización, 
revestimiento por dispersión, revestimiento a cuchilla, elec­
tro revestimiento, estirado Mayor Bar, revestimiento por in­
mersión, revestimiento por rodillo invertido, o cualquier com­
binación deseable de estos mótodos. La resina puede además ser 
curada y con enlace de cadenas paralelas con el fin de aumentar 
su dureza.

Las ventajas de la placa electrofotográfica el pre­
sente invento se entenderán mejor con referencia a los planos, 
en los cuales:

la fig. 1 muestra ourvas comparativas de descarga 
luminosa para placas de selenio vitreo con y sin un revestimien­
to ftalocianina-aglutinante a luz roja y blanca;

la fig. 2 muestra una curva respondiente espectral 
para una placa de selenio con un revestimiento de ftalocianina- 
aglutinante;

la fig. 3 muestra curvas comparativas de descarga 
luminosa para placas de arsónico-selenio con y sin revestimien­
to ftalooianina—aglutinante;

la fig. 4 muestra ourvas comparativas de descarga 
luminosa para placas de selenio vitreo oon un revestimiento que 
oomprende selenio hexagonal en un aglutinante; y

la fig. 5 muestra curvas de descarga luminosa para 
placas de selenio con y sin revestimientos que comprenden poli-
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vinil carbazol sensibilizado oon 2,4,7-trinitro fluorenona.
Según se indica en la fig. 1, la fotosensibili­

dad se mide en términos de descarga luminosa por unidad de 
tiempo. En la fig. 1, la escala vertical representa la car­
ga o voltaje electrostático sobre la placa. La escala hori­
zontal representa tiempo en segundos. En cada oaso se expone 
la plaoa a una fuente luminosa tras la carga y se mide conti­
nuamente, durante variOB segundos, el potencial que queda so­
bre la superficie de la placa.

La primera placa consiste en un sustrato de alu­
minio revestido con selenio vitreo. La segunda placa es simi­
lar a la primera, pero con una capa de cobertura adicional de 
partículas de ftalooianina dispersas en un aglutinante. Estas 
placas se preparan y prueban según se describe en el Ejemplo I, 
más adelante. La curva A representa la placa revestida cuando 
es expuesta a la luz blanca. La curva B representa una exposi­
ción similar de la placa de selenio no revestida. Como puede 
verse, la placa revestida posee mucha mayor sensibilidad y me­
nor oarga residual tras la exposición. La sensibilidad.extraor­
dinariamente aumentada de las placas revestidas con una capa 
ftalocianina-resina a la luz roja está representada por las 
curvas C y D, La curva C representa la placa revestida ouando 
se expone únicamente a luz roja. La curva D representa la placa 
de selenio no revestida cuando se expone únicamente a luz roja. 
Como puede observarse en estas curvas, la placa no revestida no 
posee sensiblemente sensibilidad alguna a la luz roja. La placa 
revestida ofrece en cambio una gran sensibilidad a la luz roja 
según se muestra por la curva C.

La fig. 2 muestra una ourva de respuesta espeotral 
para una plaoa oompuesta por selenio revestido con ftalooianina
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-en un aglutinante. La curva representa la respuesta espectral 
de una placa de acuerdo con el presente invento, o sea una 
placa con una capa de solonio revestida con un aglutinante de 
resina aislante quo incluye una ftalocianina. Esta placa se 
prepara según se describe en el Ejemplo I.

En la fig. 2, el eje vertical indica una rolativa 
foto-rospuosta en voltios por segundo, mientras el ojo horizon­
tal representa la longitud de onda en Angstroms do la luz a la 
cual se expone la placa. Se preparan dos placas según so doscri 
be en el Ejemplo I. La primora oonsisto en una capa de selenio 
vitreo sobre un sustrato de aluminio, en tanto quo la segunda 
es similar a la primera poro con un revestimiento de ftalocia­
nina en un aglutinante resinoso. Las curvas se preparan cargan­
do las placas a un potencial uniformo, y exponiéndolas luogo a 
luz monocromática do diferentes longitudes-de onda. La relativa 
foto-respuesta do cada placa en cada una de estas longitudes de 
onda se representa en gráfico y se traza una curva que uno los 
puntos experimentales. Como puede verse por la curva A, la pla­
ca revestida posee una respuesta ospeotral sensiblemente pan- 
cromática} esto es, es respondiente tanto a la luz roja como a 
la azul. La curva B representa la respuesta espectral de la pla- 
oa de selenio no revestida. Según indican las curvas, la placa 
de selenio únicamente posee sensibilidad a la luz visible en las 
zonas azul y verde del ospeotro, en tanto que la placa revesti­
da posee sensibilidad adicional a la luz roja. Como es sabido, 
la ftalocianina es ante todo respondiente a la luz roja, en tan­
to que el selenio vitreo es principalmente respondiente a la luz 
azul y ultra-violeta.

La fig. 3 muestra las curvas comparativas de desoar- 
ga luminosa para plaoas de arsónico-selenio no revestidas y reves­

*



tidas,oon una capa de rocina ftalocianina-aglutinanto cuando se 
someten a luz roja y blanca. Loa detalles respecto a la prepara­
ción de estas placas y exposiciones se facilitan en el Ejemplo 
II. Las curvas "A" y "B" representan la sensibilidad de una pia­
os de ursónico-solonio no revestida cuando os expuesta a luz ro­
ja y blanca, respectivamente. Como puede verso por estas curvas, 
la plaoa de arsónico-selenio no posee sensibilidad alguna a la 
luz roja y buena sensibilidad a la luz blanca. Las curvas "C" y 
"D" representan la sensibilidad de una plaoa de arsónico-solonio 
revestida oon una capa resinosa de ftalocianina-aglutinanto cuan­
do es sometida a luz roja y blanca, respectivamente. Como puede 
verse por estas curvas, la placa revestida muestra una excelente 
sensibilidad cuando es sometida a luz roja o luz blanca. Asimis­
mo, la oarga residual que permanece sobre la placa tras la expo­
sición os sonsiblomonto inferior oon las.placas revestidas.

La fig, 4 muestra curvas comparativas de descarga lu­
minosa cuando se somete a luz roja (Curva A) una plaoa de selenio 
amorfo, (Curva B) una capa que comprende selenio hexagonal en un 
aglutinante sobre un sustrato de aluminio, (Curva C) una capa de 
selenio revestida con una capa que comprende selenio hexagonal 
en un aglutinante, y (Curva D) una pi a c a do selenio revestida 
con la resina aglutinante sin el selenio hexagonal. Los detalles 
respeoto a la preparaoión y  prueba de estas placas se facilitan 
en el Ejemplo III. Como puede verse por las curvas, la plaoa de 
selenio no revestida y la placa de selenio rovostida con el aglu­
tinante solamente no poseen sensibilidad a la luz roja (Curvas 
A y D). El selenio hexagonal en el aglutinante usado solo poseo 
sensibilidad pero poca aooptaoión de carga, como muestra la cur­
va B. La plaoa de selenio revestida con el selenio hexagonal dis_ 
perso en un aglutinante posee gran fotosensibilidad y poca carga



5

io

15

20

25

30

residual como puede verso por la curva C.
La fig* 5 muestra curvas comparativas de descarga 

luminosa, al sor expuestas a luz roja, de (curva B) una placa 
de selenio amorfo, (curva C) una capa hecha de un complejo de 
transferencia de carga do un ácido Lewis en una resina agluti­
nante sobre un sustrato do aluminio, (curva D) una capa de se­
lenio revestida con una capa de un complejo do transferencia 
de carga do un ácido Lewis y una resina aromátioa, y (curva A) 
una placa de selenio revestida con la resina sin ol sensibili­
zador de transferencia de carga. Los detalles respecto a la pro 
paración de estas plaoas y pruebas de exposición so facilitan 
en el Ejemplo IV. Como puede verse en la figura, la placa re­
vestida con la resina sola descarga muy lentamente como hace 
la plaoa de selenio no revestida, indicando baja sensibilidad a 
la luz roja. La plaoa de aluminio revestida solo oon el comple­
jo de transferencia de carga muestra fotosensibilidad poro poca 
aoeptaoión de carga inicial. La placa de selenio revestida con 
el complejo de transferencia de oarga muestra gran fotosensibi­
lidad y poca carga residual.

Los siguientes ejemplos definen y desoriben con ma­
yor detallo el presente invento oon respeoto a la nueva placa 
electrofotográfica y procedimiento do este invento. Las partes 
y  porcentajes son en peso a menos que se indique en otro sentido. 
Los ejemplos que siguen deben considerarse como ilustrativos do 
las diversas formas de realización preferidas de la placa y pro­
cedimiento del invento.

BJEIJPLO I
Se prepara la plaoa xerogràfica evaporando al vacio 

selenio vitreo sobre un sustrato de aluminio a un espesor aproad 
mado de 50 mioras según describe Bixby en la patente U.S.A. No.

. '



2,970.906. A continuación se divide esta placa on dos partes.
So propara una solución de revestimiento disol­

viendo apro3¡dmadamente 35' partos do Epon-1007, una resina 
epoxi que expendo la firma Shell Chemical Company, aproxima- 

5 damonte 20 partes de Hethylon 75201, una resina fenólica que
expendo la General Electric Company, y aproximadamente 4 par­
tes de Uformite F-240, una resina de uroa-formaldehido que 
expende la firma Rohm & Haas Company, en una mesóla de aproxi 
madamente 30 partes de motil isobutil oetona y aproximadamon- 

10 te 10 partes de metil etil cotona. Se añade a esta solución
ftalocianina exenta de metal de forma alfa finamente dividida 
en proporciones aproximadas de 1 parte do ftalooianina por 
aproximadamente 6 partes de resina seca. Esta solución se re­
viste por dispersión sobro la superficie do selenio de una de 

15 las plaoas a un espesor soco do aproximadamente 0,5 miera. So
efeotúa el curado de la placa revestida a 50°C aproximadamen­
te durante aproximadamente 48 horas.para curar parcialmente la 
resina.

. Cada una de las dos partes asi preparadas se carga 
20 después electrostáticamente en la oscuridad a un potencial po­

sitivo aproximado de 800-950 voltios por medio de descarga en 
oorona según describe Carlson en la patento U.S.A. 2,588.699.
A continuación se expone cada placa a luz blanca, aproximada­
mente 0,3 bujías-pie, por medio de una lámpara de filamento de 

25 tungsteno. La fotosensibilidad de cada placa se mide mediante
un electrómetro oonootado a un registrador, que muestra la dos- 
carga eléotrica oon tiempo. Las curvas de descarga luminosa pa­
ra estas plaoas se facilitan en la fig. 1. La curva A represen­
ta las características de descarga de luz blanoa de la placa ro- 

30 vestida, en tanto que la curva B representa las características
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de descarga de luz blanca de la placa do selenio no revestida.
Como puede verse, la placa revestida poseo mucha mayor fotosen­
sibilidad y menor carga residual tras la exposición.

Cada una de estas placas se carga y expone de nue- 
5 vo después según se describe anteriormente, excepto que en es­

to caso se interpone un filtro CS-2-63 graduado, que expende 
Corning Glass, el cual transmite aproximadamente 87 por ciento 
de la luz visible a longitudes de onda superiores a 63O milimi- 
oras, pero menos do un 1 por oiento inferiores a 58O milimicras,

10 entre la fuente luminosa y la placa. De este modo, las placas
se exponen solamente a la luz roja. También aquí, se mide la fo­
tosensibilidad de oada placa después de la exposición. En la fig.
1, las curvas C y D representan la fotosensibilidad de las pla­
cas revestidas^ y  no revestidas cuando so exponon a la luz roja,

15 respectivamente. Como puede verse por la fig, 1, la placa no re­
vestida no posee virtualmente sensibilidad alguna a la luz roja 
en tanto que la placa revestida muestra una exoelonte fotosensi­
bilidad cuando es expuesta a la luz roja.

EJEMPLO II
20 Se preparan dos placas como sigue:

a) Se forma una oapa que comprende aproximadamente 
17 por ciento en peso de arsénico y aproximadamente 83 por cien­
to en peso de selenio sobro un sustrato de aluminio hasta un es­
pesor aproximado de 50 mieras mediante el procedimiento descrito

25 por Ullrich en patente U.S.A. 2,803.542.
b) Se prepara una segunda capa de arsènico-selenio 

en la forma expuesta y so reviste con una oapa de 0,5 miera con­
sistente en una ftalocianina finamente dividida dispersa en una 
resina fenólica epoxi según se describe en el Ejemplo I. Aquí so

30 efeotúa el curado del revestimiento a aproximadamente 100°C durante

. ' 
t
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3 horas aproximadamente.
A continuación so carga electrostáticamente cada ' 

una de las plaoas do manera sensiblemente uniforme modianto 
un dispositivo de descarga en corona. Se carga la plaoa reves­
tida a un potencial positivo aproximado de 550 voltios y la 
placa no revestida a un potencial positivo aproximado de 450 
voltios. Se expone después <ach p!aca por medio de luz blanca 
de una intensidad de 0,3 bujias-pie. La fotosensibilidad de 
cada placa se mide por medio de un eleotrómotro conootado a 
un registrador que muestra la descarga eléctrica con tiempo.
Las curvas de descarga luminosa para estas placas se facili­
tan en la fig. 3* Como puedo verse en esta figura, la plaoa 
revestida es mucho más sensible que la capa no revestida. A 
continuación, se carga de nuevo cada una de las dos plaoas a 
un potenoial positivo y se expone una voz más. No obstante, en 
este caso la luz incidente sobre la placa pasa primero a través 
de un filtro graduado CS 2-63, descrito anteriormente. Asi, las 
placas se exponen solamente a luz roja. También aquí, las cur- 
vas de descarga de luz se muestran en la fig. 3. Como puede 
verse por esta figura, la plaoa no revestida no poseo sensibi­
lidad alguna a la luz roja en tanto que la plaoa revestida la 
posee en alto grado.

EJEMPLO III
Se propara una plaoa evaporando al vacio selenio 

sobre un sustrato de aluminio a un espesor aproximado de 60 mi- 
oras. A continuación se divide esta placa en tros partes. La pri­
mera de ellas es revestida por dispersión con una oapa de aproxL 
malamente 3 mieras de la solución de resina fonólica epoxi dos- 
crita en el Ejomplo I. La plaoa revestida es mantenida al horno 
& 50°C aproximadamente durante aproximadamente 48 horas para curar
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parcialmente la resina. La segunda parto de la placa es roves- 
tida oomo se indica anteriormente, excepto que en esto caso la 
resina de revestimiento contiene pigmento do solenio rojo hexa­
gonal finamente dividido en proporciones aproximadas do 1 parte 

5 de selenio rojo-hexagonal por aproximadamente 6 partes de resi­
na seca en peso. Se efectúa el curado do esta placa en forma 
similar a la primera parte. La tercera parte do la placa no se 
reviste. Se prepara una cuarta plaoa revistiendo por disporsión 
la resina fenólica epoxi y el pigmento de Belenio rojo-hexagonal 

10 sobre un sustrato de aluminio hasta un espesor aproximado do 3
mioras. Se someto esta placa a curado parcial manteniéndola en 
horno a 50SC aproximadamente durante unas 48 horas. A continua­
ción se oarga electrostáticamente cada una de estas placas en la 
oscuridad por medio de desoarga en corona a un potenoial positi- 

15 vo. Despuós se expone cada placa a la luz, por medio do una lám­
para de tungsteno, pasando primero la luz incidente sobre la pla­
ca a través del filtro graduado CS 2-63 descrito anteriormente.
La fotosensibilidad de cada plaoa so mide por medio de un elec­
trómetro conectado a un registrador, que muestra la descarga eléc- 

20 trica con tiempo. Las curvas de descarga de luz para estas placas;
se facilitan en la fig, 4* Como puede verso por esta figura, la 
placa revestida con resina sola descarga muy lentamente y retiene 
una elevada carga residual. La placa de selenio no revestida tam­
bién descarga muy lentamente porque la respuesta primaria del se- 

25 Ionio es en las zonas ultra-violeta, azul y verde del espectro y
en este caso la exposición se efectúa mediante luz roja solamente. 
La placa que consiste en selenio rojo-hexagonal en un aglutinanto 
resinoso revestido directamente sobre el sustrato de aluminio mués 
tra buena fotosensibilidad. La plaoa do selenio revestida con el 

30 selenio rojo-hexagonal en un aglutinante resinoso exhibe aún más.

*
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rápida desoarga de luz y una mayor fotosensibilidad.
EJEMPLO IV

Se prepara una placa evaporando al vaoio selenio 
sobre un sustrato de aluminio hasta un espesor aproximado do 
50 mieras. A continuación se divide esta placa on tres partes.
La primera parte se rovisto por dispersión con una capa de 
aproximadamente 4 mieras:de una solución resinosa do polivinil 
oarbazol preparada disolviendo aproximadamente 8 partos do po­
livinil oarbazol en una mazóla de aproximadamente 45 partos de 
diclorómetaño, 45 partea de dioxano y aproximadamente 100 par­
tes de ciclohexanona. Se efectúa el curado de la placa revesti­
da a aproximadamente 45°C durante unas 20 horas para eliminar 
la mezcla disolvente. Se reviste una segunda parto de la placa 
según se indica anteriormente excepto quo aquí la resina de re­
vestimiento contiene aproximadamente 1 parte de 2,4,7-trinotro- 
fluorenona, disuelta en condiciones de complejo de transferencia 
de carga. Esta placa se seca de manera similar a la primera par­
te. La tercera parte de la placa xerogràfica no so revisto. Se 
prepara una cuarta placa revistiendo por dispersión la solución 
resinosa de complejo de transferencia de carga a baso do polivi­
nil carbazol/2,4)7-trinitrofluoronona Bobre un sustrato do alu­
minio hasta un espesor aproximado de 4 mieras. Esta placa so 
mantiene en homo de manera similar a las placas anteriores.

A continuación se carga electrostáticamente cada una 
de estas placas en la oscuridad por medio de descarga en corona a 
un potencial positivo. Luego se expone oada plaoa a la luz por me­
dio de una lámpara de tungsteno, pasando primero la luz incidente 
sobre la placa a travÓB del filtro graduado CS 2-63 descrito an­
teriormente. El nivoi de iluminación en el plano de exposición 
Bin filtro es aproximadamente de 50 bujías-pie. La fotosensibili-
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dad de cada placa so mide por medio de un electrómetro conecta­

do a un registrador, que muestra la desoarga eléctrica con 

tiempo. Las curvas de descarga de luz para estas placas se fa- 

oilitan en la fig. 5. Como puede verse en la figura, la placa 

5 revestida con la resina sola (curva A) descarga muy lentamente.

Se indica que una elevada carga residual permanece sobre el re­

vestimiento aislante. La placa de selenio no revestida (curva B) 

también descarga muy lentamente. Esto obedece a que la respuesta 

primaria de selenio se halla en las zonas ultra-violeta, az^l y 

10 verde del espectro. La placa consistente en aluminio revestido

oon polivinil oarbazol formando complejo con 2,4*7-trinitrofluo 

renona (curva C) muestra buena fotosensibilidad. La placa de sá­

lenlo revestida con el complejo de transferencia de carga de po­

livinil carbazol con 2,4*7-trinitrofluorenona (curva D) presenta 

15 una descarga de luz aún mas rápida y una mayor fotosensibilidad.

EJEMPLO V

Se prepara una placa xerografica como sigue:

Se reviste un sustrato de aluminio mediante evapora­

ción del vaoío con una capa de 60 mieras aproximadamente de sele- 

20 nio. Se prepara una soluoión do resina fenólica epoxi como en el

Ejemplo I. Se añaden a esta solución de aproximadamente 10 partes de 

ftalocianina de alfa exenta de metal finamente dividida. La lá­

mina de aluminio revestida de selenio se divide en $ partes.La pri­

mera parte no ae reviste. La segunda parte se reviste con la solu- 

25 cion de revestimiento a base de ftalocianina hasta un espesor de

resina seca aproximado de 0,1 miera, estimado por mioroscopio de 

interferencia. La tercera parte se reviste con la solución de ftá- 

locianina a un grueso de resina seca aproximada de 0,2 mieras.La cuar 

ta parte se reviste con la solución contentiva de ftalocianina a 

30 un grueso de resina seca aproximado de 1 miera.La quinta parte se
. '



rovista con la solución contentiva do ftalocianina a un grueso 
do resina seca aproximado de 3 mieras. En cada caso, se efectúa 
el curado de la resina aproximadamente a 40°C durante unas 10 
horas. Cada una de estas plaoas se carga electrostáticamente, 
se expone a una luz y se mide por electrómetro. Se observa quo 
la plaoa con el revestimiento de 0,2 mieras posee la mayor fo­
tosensibilidad. Las placas con revestimientos más espesos mues­
tran una mayor retención de carga residual tras la exposición. 
Cada una de las placas se pone luego en contacto con unas cuantas 
gotas de dietilcno triamina. Se comprueba que el selenio en las 
zonas tratadas de la placa no revestida ha cristalizado y no pue­
de retener ya una carga. Se observa alguna cristalización en las 
zonas tratadas de la placa que posee un revestimiento de 0,1 mi­
eras. No se observa recristalización alguna en las placas de re­
vestimientos más gruesos.

EJEMPLO VI
Se prepara una placa xerogràfica como sigue!
Se reviste un sustrato de aluminio con una oapa de 

60 mioras de selenio amorfo mediante evaporación al vacio. Una 
mezcla que comprende aproximadamente 6 partes de la solución de 
resina epoxi-fenólioa desorita en el Ejemplo I y aproximadamente 
1 parte dé ftalocianina alfa exenta de metal finamento.dividida 
se extiende por dispersión sobre la superficie de selenio hasta 
formar un espesor do resina sooa aproximado de 0,6 mioras. So 
efectúa el curado de la resina a 40°C aproximadamente durante 
unas 40 horas. Se carga esta placa a un potencial uniformo de 
600 voltios aproximadamente por medio de descarga en corora.
A  continuación se expone la placa a una imagen de luz y sombra 
por medio de una transparencia en una Ampliadora Omega-D-2. La 
exposioión total es de 0,5 bujia-pie-segundos. La imagen latente
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electrostática resultante se revela vertiendo en cascada una 
mezcla de esférulas vohiculadoras y partículas do polvo impre­
sor a través do la placa, según describo Walltup in la patonto 
U.S.A. 2,618.551* Se observa una imagen perfilada en polvo so- 

5 bre la placa que conforma con el original. La imagen consti­
tuida por polvo so transfiero a una hoja do papel receptora 
por el método descrito por Schaffert en la patente U.S.A. No. 
2,576.047* Se calienta la hoja receptora hasta alcanzar el 
punto de fusión de las partículas de polvo impresor y fundir 

10 la imagen correspondiente. Se obsorva una excclonto imagen que
corresponde al original.

EJEMPLO VII
Se reviste al vacio una capa que comprende aproxi­

madamente 90 por ciento do selenio y aproximadamente 10 por cien 
15 . to de telurio sobre un sustrato de latón de 5 milipulgadas(0,125

mm) hasta un grueso aproximado de 70 mieras. Sobre esta capa so 
extiende una mezcla que comprende aproximadamente 6 partes do la 
solución opoxi-fenólica descrita en el Ejemplo I, y aproximada­
mente 1 parte de ftalocianina alfa exconta de metal finamente 

20 dividida. So efectúa el curado de la resina a 50"C aproximadamen­
te durante unas 30 horas. El revostimionto posee un espesor aproxi 
mado de 0,6 mieras. Se carga, expone y revela la placa como en el 
Ejemplo VI. Resulta una imagen excelente que corresponde al origi­
nal.

25 EJEMPLO VIII
Se prepara una placa xerogràfica evaporando al vacio 

aproximadamente una capa do 60 mieras de selenio vitreo sobre un 
sustrato de aluminio. Se prepara una soluoión de revestimiento 
disolviendo aproximadamente 1 parte de SR-82, una resina do sili- 

30 oona que expende la firma General Electric Company en aproximada-
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nenie 6 partes de xileno. Se añade a esta solución aproximada­

mente 0,1 partes do la forma "x" de ftalooianina exenta de me­

tal. Se extiende esta solución sobre la superficie contentiva 

de selenio y se efectúa el curado a 40°C aproximadamente duran­

te 1 hora. El revestimiento posee un espesor seco aproximado de 

1 miera. Se carga, expone y revela la placa como en el Ejemplo 

VI. Resulta una buena imagen que corresponde al original.

EJEMPLO IX

Se prepara una placa xerográfioa que dispone de 

una capa consistente en aproximadamente 15% de arsénico, aproxi­

madamente 85% de selenio y aproximadamente 100 partes por millón 

de yodo sobre un sustrato de aluminio, según se describe en la 

solicitud U.S.A. asimismo pendiente N" 571*150, depositada el 

31 de mayo de I.966. La capa de arsénico-selenio-yodo posee un 

espesor aproximado de 50 mieras. Se prepara una solución de re­

vestimiento disolviendo aproximadamente 5 partes de pyre ML-HK- 

692 (con 12% de sólidos), una resina de poliamida aromática pre­

parada haciendo reaccionar diahidrido piromelitico con una dia­

mina (que expende la firma E.I. duPon de Nemours &  Company) en 

aproximadamente 6 partes de dimetil formamida. Se añade a esta 

solución aproximadamente 0,1 parte de Cyan Green 15-3100, una 

ftalooianina de cobre clorado que expende American Cyanamid Inc.

Se extiende la mezcla sobre la superficie contentiva de selenio has­

ta lograr un espesor, seco aproximado de 0,8 miera. Se efectúa el ou- 

rado de la placa manteniéndola en horno a aproximadamente 200°C du­

rante unas 3 horas. A continuación se oarga, expone y revela la pla­

ca revestida coo en el Ejemplo VI. Resulta una buena imagen que 

corresponde al original.

EJEMPLO X

Se prepara una placa xerográfioa consistente en una



capa do solonio vitreo sobre un sustrato de aluminio, como en 
el Ejomplo 1/111. So prepara una solución do revestimiento a 
base do poliuretano haciendo reaccionar aproximadamente 3 par- 
-tes de isocianato do polifenil polirnetileno y aproximadamente 
2,5 partes de bisfenol-A en aproximadamente 80 partos de to­
lueno. Se anade a osto solución aproximadamente 1 parte de la 
forma "x" do ftalocianina exenta de metal. So extiende esta 
mezcla sobro la superficie do selenio hasta un espesor soco 
aproximado de 0,7 mieras. So carga, expone y rovola la placa 
revestida como en el Ejemplo 1/1. Resulta una buena imagen que 
corresponde al original.

EJEMPLO XI
Se prepara una placa xerogràfica consistente en 

una capa de selenio vitreo sobre un sustrato de aluminio, como 
en el Ejomplo 1/111. Se propara una solución do revestimiento 
mozclando aproximadamente 100 partes do aootato de celulosa 
(alrededor de 10^ de sólidos en acetona, que expende la firma 
Eastman Kodak Company), y aproximadamente 100 partes de motil 
etil cotona. So añado a esta solución aproximadamente 1 parto 
de la forma "x" do ftalocianina oxonta do metal. So reviste la 
superficie de selenio con esta mezcla hasta un espesor soco 
aproximado-de 0,5 mieras. So carga, expone y revela la placa 
revestida como en el Ejemplo VI. Resulta una buena imagen que 
correspondo al original.

EJEMPLO XII
Se prepara una placa xerogràfica consistente en 

una capa de selenio vitreo sobro un sustrato de aluminio como, 
en el Ejomplo Vili. So prepara una solución de revestimiento 
mezclando aproximadamente 150 partes de motil otil ootona, 
aproximadamente 190 partes de etil Cellosolve, aproximadamente



60 partee de tolueno, aproximadamente 58 partos do Phenoxy 
PKDA 85OO, una resina fenoxi que expendo la firma Union 
Carbide Corporation, y aproximadamente 28 partes do 2,$-bis- 
(p-aminofenil)-l,3,4-oxadiazol, y 0,05 partes de odorante 
Brilliant Green. Se reviste la superficie de selenio con es­
ta solución hasta lograr un espesor seco de aproximadamente 
1 miera. So mantiene el revestimiento a 40°C aproximadamente 
durante unas 10 horas para eliminar los disolvontoa. Se car­
ga, expone y revela la placa revestida como en el Ejemplo VI. 
Resulta una buena imagen que corresponde al original.

EJEMPLO XIII
Se prepara una placa xerogràfica consistente en 

una capa de selonio vitreo sobre un sustrato de aluminio como 
en el Ejemplo VIII. Se prepara una solución de revestimiento 
mezolando aproximadamonto 150 partos de motil etil cotona, 
aproximadamente 1$)0 partes do etil Cellosolve, aproximadamen­
te 60 partes de tolueno, aproximadamente 58 partos de Phenoxy . 
PKDA. 85OO, aproximadamente 5 partes de trifenilamina y aproxi­
madamente 1 parte de 2,4,7-trinitrofluorenona. Se reviste la 
superficie de selenio con esta mezcla hasta un espesor aproxi­
mado de 0,8 mioras. Se caldea el revestimiento a 50°C aproxi­
madamente durante unas 10 horas para eliminar los disolvontes.
A continuación se oarga, expone y revela la placa revestida co­
mo en el Ejemplo VI. Resulta una buena imagen que correspondo 
al original.

Aunque so han descrito componentes y proporciones 
especificas en los ejemplos anteriores, pueden usarse, con re­
sultados similares, siempre que resulten apropiados, otros ma­
teriales que los citados. Además, pueden añadirse otros materia­
les a la capa contentiva de selenio y/o a la capa de resina
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ftalocianina-aglutinanto para sinergizar, mejorar o de otro 
modo modificar sus propiedades. Por ejemplo, pueden añadirse 
diversos sensibilizadores eléctricos y espeotrales a las ca­
pas. La placa de oapas múltiplos de osto invento resulta útil 

5 en otras aplicaciones que requieran fotoreceptores con amplia
respuesta espoctral, como por ejemplo sistemas do video.

Los expertos de este ramo industrial podrán con­
cebir otras modificaciones y ramificaciones del presente in­
vento. Estas deben considerarse incluidas en el espíritu del 

10 mismo.
En resumen, la Patente de Invención que se solici­

ta deberá recaer sobre las siguientes:
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RBiyiKDICACIOm'S
1. - Un procedimiento xerogràfico de reproducción de - 

imágenes, caracterizado porque comprende las fases de formar una 

imagen electrostática latente sobre la superficie de la segunda -

, 5 capa de una placa xerogràfica y porque incluye además;

a) una primera capa que comprende selenio vitrio; y

b) superpuesta sobre dicha primera capa, una segunda

que comprende un aglutinante de resina aislante que posee un ma­

terial que imparte fotoconductividad disperso en el mismo, y po­

lo ñor en contacto dicha superficie con un material marcador elee—

troscópico con lo cual se revela una imagen visible que correspon 

de a dicha imagen latente.

2. El procedimiento según la reivindicación 1, en el 

oual dicho material que imparte fotoconductividad es un material

15 fotoconductor orgánico.

3. - El procedimiento según la reivindicación 2, en - 

el cual dicho material fotoconductor orgánico comprende una fta­

locianina.

4. - El procedimiento según la reivindicación 3) en -

20 el cual dicha segunda capa comprende aproximadamente 4 a 15 par­

tes en peso de resina por cada parte de ftalocianina.

5. - El procedimiento según la reivindicación 3, en - 

el oual dicha segunda oapa comprende aproximadamente 6 a 12 par­

tes en peso de resina por cada parte de ftalocianina.

25 6.- El procedimiento según las reivindicaciones 3 a

5, en el cual dicha ftalocianina es una ftalocianina exenta de - 

metal.

7.- El procedimiento según la reivindicación 6, en - 

el cual dicha ftalocianina exenta de metal es en la forma crista

30 lina beta
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8.- El procedimiento según la reivindicación 6, en - 

el cual una parte importante de dioha ftalocianina exenta de me­

tal es en la forma cristalina "x".

El procedimiento segán la reivindicación 1, en - 

$ el cual dicho material que imparte fotoconductividad es un agen­

te sensibilizador complejo de transferencia de carga que produce 

una capa fotoconductora en combinación con dicha resina agluti­

nante .

10. - El procedimiento según la reivindicación $, en

10 el cual dicha segunda capa oomprende un ácido Lewis disperso en

una resina aromática.

11. - El procedimiento segán cualquiera de las reivin 

dicaciones 1 a 10, en el cual dicha segunda capa posee un espe­

sor hasta de 2 mieras.

1$ 12.- El procedimiento segán cualquiera de las rei­

vindicaciones 1 a 10, en el cual dicha segunda capa posee un es 

pesor desde aproximadamente 0,5 hasta aproximadamente 1 miera.

13. - El procedimiento segán cualquiera de las reivin 

dicaciones 1 a 12, en el cual dicha capa contentiva de selenio

20 posee un espesor desde aproximadamente 5 hasta aproximadamente

100 mieras.

14. - El procedimiento segán cualquiera de las reivin 

dicaciones 1 a 13, en el cual dicha primera capa comprende una 

mezcla de arsénico y selenio.

25 15.--El procedimiento segán oualquiera de las reivin

dicaciones 1 a 14, en el cual dicha primera capa oubre un sustra 

to de base conductor.

16.- El procedimiento de cualquiera de las reivindi 

caciones 1 a 15 en el cual dicha primera capa es de selenio vl-

30 treo.
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17. - El procedimiento xerogràfico de reproducción de

imágenes según una cualquiera ¿e las reivindicaciones 1 a 16, en 

el cual dicha imagen latente electrostática se ferma cargando —  

sensiblemente de manera uniforme dicha superficie y exponiéndola 

a una imagen de radiación electromagnética de activación.

18. - El procedimiento xerogràfico de reproducción da 

imágenes según la reivindicación 17, en el cual se transfiere di 

cha imagen revelada a una hoja receptora y se forma y revelan s.o 

bre dicha placa xerogràfica imágenes latentes electrostáticas —  

adicionales.

1$.- Se reivindica por último, como objeta sobre el 

que ha de recaer la Patente de Invención que se solicita: "UN —  

PROCEDIMIENTO X3RCCRAPIC0 23 REPRODUCCION DE EÍAGENES".

Todo conforme queda descrito y reivindicado en la —  

presente memoria, que consta de treinta y dos páginas mecanogra­

fiadas y dibujos adjuntos.

Madrid, 6 de febrero de 1.368 
BERNARDO UNGRiA

25
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